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源-漏二极管特性参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

 IS MOS Ҭ ȁ Ẓ

P-N  

-- -- 2.0 
A 

‖  ISM -- -- 8.0 

- ԋ  VSD IS=2.0ĂVGS=0V -- -- 1.4 V 

 Trr IS=2.0ĂVGS=0V̆ 

dIF/dt=100A/µS        ̂  4  ̃

-- 330 -- ns 

 Qrr -- 0.87 -- µC 

̔ 

1. L=30mH̆IAS=2.52ĂVDD=100V̆RG=25̆ TJ=25C̕ 

2. VDS=0~400V̆ISD<=2ĂTJ=25C̕ 

3. VDS=0~480V̕ 

4. ‖ ̔ ‖ ≤300μs̆ ≤2%̕ 

5. ҉Ҍ ᵬ Ȃ 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 

ҍ ᴆ

ѿ

ᴆ

VGS

Ig

VDS

VGS

10V

Charge

Qg

Qgs Qgd

 

῏

VDS

VGS

RG

RL

VDD

VGS

VDS

VGS

10%

90%

td(on)

ton

tr
td(off)

toff

tf

EAS

VDS

RG
VDD

VGS

L

tp

ID
BVDSS

IAS

VDD

tp Time

VDS(t)

ID(t)

EAS =
1
2 LIAS

2 BVDSS

BVDSS VDD

ᴆ

ᴆ

Vgs(th)

Qg(th)

 



士兰微电子  SVF2N60RD/M/MJ 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 ̔1.4 

http: //www.silan.com.cn ῍ 9    7  

 

封装外形图 

TO-251J-3L 单位：毫米 
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TO-251D-3L 单位：毫米 
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封装外形图（续） 

TO-252-2L 单位：毫米 

NOTE1：There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

Eject pin̂note1̃
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重要注意事项： 

1. ῌḠ ӥ ̆ Ҍ Ȃ 

2. Ҋ ╠ ̆ ῏Ḥ Ȃ֟ ╠ ה ӥ̆

ῒҬ ᵬ Ԋ Ȃ 

3. ֟ ԍ ֟ ῒז ֟ Ȃ 

4. ֟ Ҍ ֟ ṿ̆ ↕ᴪ Ȃᴋᵥ ᵣ֟ ᴆҊ

ѿ ̆ӯ ᴋ ᶏ ֟ ȁ └ ῃ ‰

ῃ ץ̆ ᾧ ֲ ᴴ ֟ ’ Ȃ 

5. ӯ֟ ̆ ҍ Ὲ Ȃ 

6. ֟ ̆ Ὲ ҹ ᶫ ᴨ ֟ ˻ 

7. http: //www.silan.com.cn 
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֟ ̔ SVF2N60RD/M/MJ ̔ ӥ 

    ̔ ῌ ᴍ Ὲ  Ὲ Һ ̔ http: //www.silan.com.cn 

 

    ̔ 1.4     

ḱ ̔ 

1. ῖ  

ҌḠ҉ץ .2 ̆ ҊḠץ ѿᵝ  

3.  

4. Ԋ  

    ̔ 1.3     
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1. − ↕ 

2. ḱ  

    ̔ 1.2     

ḱ ̔ 
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    ̔ 1.1     
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